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我々の研究室では近年、反転層チャネルダイヤモンド MOSFET を世界で初めて実現した[1]。し

かし、MOS 界面の高い界面準位密度(Dit)～1013 cm-2 eV-1が原因でチャネル移動度が低く、そのこ

とが課題となっている。最近の研究において、酸処理による O 終端化の際に荒れるダイヤモンド

表面が高い Ditの原因であることや、ダイヤモンド表面への水素プラズマ処理により(111)を停止面

とする異方性エッチングと同時に表面が水素終端されることがわかってきた[2]。 

本研究では、平坦化およびダングリングボンド終端による界面準位密度低減を目的として、ウ

ェットアニールの前処理としてダイヤモンド表面に水素プラズマ処理を行った。p 型ボディのダ

イヤモンド(111) MOSキャパシタと n 型ボディ反転層チャネルダイヤモンド(111)MOSFET をそれ

ぞれ作製し、電気的特性評価を行った。MOS キャパシタにおいて、Dit は 1011 cm-2 eV-1オーダー

まで低減し(Fig.1)、MOSFETおいてチャネル移動度が一桁向上する結果(Fig.2)となった。 

本研究は、JSPS 科研費 JP17H02786、JP19K15042 および金沢大学先魁プロジェクト 2018 の支

援を受けて行われた。 
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Fi Fig.2 μFE-VG characteristics of the inversion 

channel diamond MOSFET. 

Fi Fig.1 Distribution of Dit in the MOS structures by 

using the high-low method. 
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